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Exercice 1. Les Diodes (5 points) 

Soit le montage ci-contre : 

On a v(t) = VMsin(wt) 

On utilise dans un premier temps le modèle idéal pour 

les diodes. 

a)  Durant l'alternance positive (0 ::; t ::; T /2), 

quelles diodes sont conductrices? Justifiez votre 

réponse. 
B 

b) Quelle est alors l'expression de u ? 

cl Durant l'alternance négative (T /2 ::; t ::; Tl, quelles diodes sont conductrices? Justifiez votre 

réponse. 

~ ~...u.w h'ùll\. 00) 0 LA. 0 bt', /UA 

( LOS 1- ,(.0() (' o..u.~ _cJ (cu. ~ 

cL. A ~n & d..o...un l0.
br o..u. c.k clu. <fu.:i.ra. t.12Jl r J 

d)  Quelle est alors l'expression de u ? 

'/'0. ..b', ~ U-l~ \ho c!..ou.u..#2 ~ ).J -\- \13 -...u.. + Vol. = 0 

=.r.> .A.L == ;if ... 1/3 +- V~ . ~AI'e.c.. \I~ = V3::' 0 ( LU odJ.lo.... .,..;cUa.l) 

::n ll,u. == If 
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e) En utilisant une couleur différente, tracer alors u(t) sur le graphe ci-dessous. 

1--++ (t---r) - .,, - -- " -- ' ~ --' --~- -"-- --r - .....-_ _- --- - -- -- - -- .-"._v ~~ .. --= ~- -_- - - --- - --- - --- _- -- --_- - ~_ ~ - - _- ~_
1 

'------ ------ ---_._--

f) On remplace désormais les diodes par leur modèle à seuil. Tracer l'allure de u(t), en justifiant 

votre réponse. On notera Vo la tension de seuil de chacune des diodes. 

v(t) »
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Exercice 2. Diode Zéner (5 points) 

On considère le schéma suivant. V E ~ 

Tracez la caractéristique de transfert c'est-à-dire U = [CV) en 

substituant la diode par son modèle à seuil. 

Vous préciserez les équations de chaque portion de caractéristique. On notera Va la tension de seuil 

en direct, TD, la résistance interne de la diode en direct, Vz, la tension de seuil Zéner et TZ' la 

résistance interne de la diode en inverse. 

u = 1Vê J 

-+~~------~~~ V 
IIIt1 
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Exercice 3. Polarisation (3 points) 

On considère le montage suivant. 

On donne; 

Re = 4kil, Vee = 10V, 

(3 = 100, VBE = O,6V si la jonction Base-Emetteur est passante. 

1. Déterminer le courant de saturation I
esAT 

du transistor. 

c4. ... tOü rQ.U.'r dJ... .ÀO.hJ r0.. \"011'\ d..u. ..± r o...uJ.) i..s hJr ~ r 

o btCl f\..U.. '1b..~ J Vcf, = 0 \J 
~u.. 0- 0...\.00 

Re Tc-;' Vc.c.. 
--:>Ai 

2. En déduire la valeur minimale de la résistance RB qui assure une polarisation du transistor dans sa 

zone de fonctionnement linéaire. 

VCL - \ISe: 

VCL-
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